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El presente invento se refiere a un procg.
dimiento de fabricacidén de cables eléctricos aislados,
de tensidén media, provistos de pantallas metdlicas y ca
pas semiconductoras y a los cables eléctricos resultan-
tes, V

Los cables eléctricos aislados, de ten-
sién media, comprenden la mayoria de las veces desde
el interior al exterior, un alma de cobre o alﬁminio,
una primera capa de materia semiconductora, una capa de
materia eléctricamente aislante, una segunda capa de ma
teria semiconductora, una pantalle metdlica que asegura
una salida de las corrientes eventuales de cortocireni-
to y una funda de proteccidén exterior de materia plésti,
ca.

Durante la preparacién de estos cables pa
ra realizar una unién o una derivacidn, es necesario sg
parar la segunda capa de materia semiconductora de la

capa aislante, después de haber eliminado la funda de

. proteccidn y la pantalla metdlica. Esta separacidn es

facil cuando estas dos capas no tienen, entre ellas,
mas que una débil adherencia.

Cuando se utiliza como aislante en m ca
ble eléctrico una de las materias aislantes de enlaces

trangversales tales como el polietileno reticulado qui-

- micamente, los copolimeros de etileno reticulados, los



cauchos de etileno-propileno, se podria pensar utilizar
en el mismo cable como capa semiconductora, una composi
cifn a base de estas materias, hechas semiconductoras
por la adicién de negro de humo conductor, como es co-
5 rriente hacer en la industria de fabricacién de cables.
Tal realizacidn, sin embargo, presenta un
inqpnveniente en la fabricacidén del cable. En efecto,
para evitar una fuerte adherencia entre la capa aislan-
te ¥y la capa semiconductora, es necesario efectuar pri-
10 mero la colocacidn y la reticulacién de la capa aislan~
te, ¥y luego la colocaciébn y la reticulacidn de la capa
semiconductora, dado que una extrusién simulténea de eg
tas dos capas aislantes semicogductoras, seguida de una
reticulacidn del conjunto de ellas; lleva consigo una
15 adherencia tan fuerte entre estas doslcapas que es prac
ticamente imposible separarlas.
- El presente invento tiene por objeto fa-
bricar wn cable eléctrico en el cual la capa aislante
o 7 la capa semiconductora adyacente son ficilmente sepa
.20 rables y la capa semiconductora pueda soportar, como la
capa aislante, el calentamiento debido a la corriente
eléctrica transmitida por el cable en servicio normal
Yy los calentamientos accidentales producidos durante
los corto-circuitos.

25 Un procedimiento segin el invento de fa-

18-’]0-74.
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bricacién de un cable eléctrico gue tiene un alma metd-
lica y una o varias pantallas metdlicas y estd provis-.
to, entre esta alma y la pantalla metdlica o entre dos
pantallas metdlicas consecutivas, de al menos una capa
de materia semiconductora y de una capa de.matefia ais-
lante, fécilmente separables la una de la otra, estd ca
racterizado porgue comprende
~ Una preparacién de una composicién eléctricamente aig
lante a base de polietileno o de copolimero de etileno
reticulable y de un compuesto eléctricamente semicomdug
tor, a base de polietileno clorosulfonado, reticulable,
-~ Una colocacidn simultdnea de esbos dos compuestos en-
tre el alma metdlica y la pantalla metdlica o entre dos
pantallas metdlicas de dicho cable, en forma de una ca-
pa aislante y de una capa semiconductora respectivamen-
te,
-~ 3 un tratamiento térmico que realiza una reticulacién
simultdnea de estas dos capas. v

Un cable eléctrico segin el invento que
tiene al menos una capa aislante y una capa adyacente
semiconductora fécilmente separables una de la otra es-.
t4 caracterizado porque comprende una capa aislante a
base de polietileno, o de copolimero de etileno, y una
capa adyacente semiconductora a base de polietileno clo

rosulfonado, colocadas y reticuladas segin el procedi-
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miento anterior.
Para poner de manifiesto las caracteristi

cas y ventajas del presente invento, se describen a con

tinuacién seis ejeﬁplos de realizacidén de cables eléctn;

cos, los dos primeros y el dltimo referentes a cables
eléctricos cuyo inconveniente‘principal ge traduce en
una lnseparabilidad de las capas ailslante y semiconduc~
toﬁa adyacentes y los tres restantes referentes a cables

eléctricos del invento en los cuales las capas aislante

v semiconductora adyacentes son fdcilmente separables

mwa de la otra aunque se hayan colocado ¥ reticulado si
multdneamente.
Edemplo 1

En la fabricacidn de un cable eléetrico
conocido, se prepard la composicién semiconductora si-
guiente:

Caucho EPDM (etileno~propileno-mondmero diénico) 100

Negro de humo conduector 60
Aceite nafténico - 20
TMza ’ ) 90
Oxido de zine 5
Perbdxido orgénico ) 5

en uns smasadora seglin los métodos de la industria del
caucho. Esta composiciéﬁ semiconductora fue extruida

sobre un alma metdlica, simulténeamente con wa composi
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cidn aislante a base de polietileno que contenia un pe-
réxido como agente de reticulacidn, para conétituir res
pectivamente una capa semiconductora y una cépa aislan-
te. Después de un tratamiento térmico a aproximadamente
1809C, durante alrededor de 20 minutos, estas dos capas:

fueron fuertemente soldadas una a’la otra. Era préctica

" mente imposible separarlas.

Se podria pensar que esta adherencia es
debida al hecho de gue el sistema de reticulacidn es el
mismo y que si se pudiera vulcanizar la capa semicondug
tora por otro procedimientof en lugar de por perdxido,
se obtendria una adherencia fuertemente ‘disminuida.
Ejemplo 2 .

En otra fabricacidn de cable elé;:'brico,

se prepard la composicidén semiconductora siguiente:

Caucho FPDM 100
Wegro de humo conductor 60
Aceite nafténico 20
Oxido de zinc 5
Azufre 1,5
Mercaptobenzotiazol 0,5
Disulfuro de tetrametilbtiuram 1,5

Se efectud,como enel gjemplo 1, una extru-
sién simultdnea de esta composicidén semiconductora y

una composicidn aislante a base de polietileno que con-
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tenia un agente de reticulacidén sobre un alma metdlica
para constitulr respectivamente uns capa semiconductora
v una capa aislante, después de un tratamiento térmico
de ellas, Ias dos capas obtenidas son précticamente in-
separables una de la otra aunque la capa semiconductora
proviene de una composicidn a base de caucho EPDM que
contiene enlaces dobles y es vulcanizable por azufre.
Ejemplo 3

En una fabricacidn segln el invento de un
cable eléctrico, se prepard la composicién semiconducto

ra sigulente:

Polietileno clorosulfonado - 100
Negro de humo condﬁc’oor 60
Tiza ' 90
Aceite nafténico 40
Iitargirio 15
Dibutil-ditiocarbamato de niquel 1
Disulfuro de tetrametiltiuram 0,5
Disulfuro de mercaptobenzotiazilo 0,5
Bismaleimida 2,5

Se efectud, como en el ejemplo 1, una ex-
trusién simulténes de dicha composicidn y de una compo
sicidén aislante a base de polietileno o de copolimero
de etileno que contenia un agente de reticulaciém para

constituir respectivamente sobre un alma metdlica una

-7 -
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capa semiconductora y una capa aislante, y un tratemien
to térmico de ellas, Ia adherencia de las dos capas:asi
obtenidas era débil. Son separables a mano. ELl polieti-
1eﬁo clorosulfonado, que posee un contenido de calor
p:’:‘éximo al de los copolimeros de etileno, tiene una es—
tructura que le asemeja al polietileno ....:: si no se
considera mas que el esqueleto hidrocarbonado, pero- que
sin embargo es netamente diferente. En particular, la
presencia de cloro en l@ molécula del polimero confiere
s éste propiedades particulares que no poseen los copoll
meros u homopolimeros de etileno. Estos productos cloro
sulfonados tienen en efecto las caracteristicas de los
elastémeros, teniendo el polietileno las caracteristi-
cas de una materia pléstica./

Ias composiciones semiconductoras segin
el invento a base de polietileno c¢lorosulfonado contie-~
nen ademés del polimero, un negro de humo que las hace
semiconductoras, plastificantes, cargas inertes, antio
xidantes y agentes de vulcanizacién. Segin el invento
en estas composiciones, se puede utilizar una mezcla
de polietileno clorosulfonado con otros polimeros elegi
dos entre el policloruro de vinilo (PCV) el caucho de
PCV/nitrilo, el caucho de nitrilo, los cauchos de poli
cloroprenoc, y el caucho natural,

Una composicibén semiconductora segim el

-8 -




invento contiene, por cien partes de polletileno cloro-
sulfonado:
- 5 a 60 partes de negro de humo
- 0 a 30 partes de uno o varios polimeros tales como
5 PCV, caucho de nitrilo, caucho de PCV/nitrilo, caucho
natural y caucho de policloroprenc,
- 5 a 60 partes de un plastificante dei tipo aceibe de
petrdleo o bster
- 0 a 5 partes de estabilizante y antioxidante
’10 ) - ¥y 0 a 5 partes de agentes de vulcanizacidn,
Ejemplo 4
Se prepard una composicidn semiconductora

segin el invento siguiente:

- Polietlleno clorosulfonado 100
15 - Policloruro de vinilo : %0
" - Negro de humo conductor 60
-~ Ditridecilitalato 60 3
- Litargirio 15
~ Bismaleimida 2,5
20 - Disulfuro de tetraetilitiuram 0,5
- Disulfuro de mercaptobenzotiazilo 0,5
- Dibutil-ditiocarbamato de niquel 1
Se efectud, como en el ejempio 1, wna ex-
trusidn simultdnesa de dicha composicidén y de una compo=-
l:;é5- gicibén aislante a base de polietileno que contenia un
18-10-74, | |
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agente de reticulacién, para const;tuir respectivamente
sobre un alma metdlica una capa semiconductora y uma ca
pa aislante y un tratamiento térmico de ellas. Ias dos
capas as{ obtenidas son ficilmente separables nﬁa de la

otra.

Ejégplo 5

Se formd segin el invento la composicidn

semiconductora siguiente:

- Polietileno clorosulfonado 100
- Caucho de nitrilo 15
-~ Policloruro de vinilo . 15
-~ Negro de humo conductor 60
~ Ditridecilftalato 60
- Iditargirio ' ’ .15
- Bismaleimida 2,5
-~ Disulfure de tetrametiltiuram 0,5
~ Disulfuro de mercaptobénzotiazilo 20,5
~ Dibutil~-ditiocarbamato de niquel 1

' Dicha composicién fue extruida simulté-
neamente con una composicidn aislante a base de polieti
leno que contenia un agente de reticulacidn para consti
tuir sobre wn alma metdlica una. capa sémiconductora ¥y
una capa aislante respectivamente. Después de un trata-
miento térmico efectuado como en los ejemplos anterio-

res, las dos capas obtenidas son ficilmente separables

- 10 -
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Ejemplo 6

Se prepard una composicibén semiconductora
descrita en el ejemplo 3 a la cual se afiadieron 5 par-
tes de caucho de EPDM. Se efectud la extrusién simultd
nea de dicha composicién y de una composicidn a base de
polietileno que contenia un agente de reticulacién para
formar sobre un alma metdlica una capa semiconductora y
una capa aislante respectivamente, y un tratamiento tér
mico de ellas. Se observd que las dos capas obtenidas
estaban soldadas una a la obtra y que era prédcticamente
imposible separarlas.

Tasg caracteristicas particulares de las
mezclas semiconductoras realizadas segin el procedimien
to del invento descrito anteriormente, permiten obtener
un preclo de coste interesante, una ec;,onom:'.a del tiempo
en la fabricaclén y un cable eléctrico de tensién media
con pantalla 'meté.lic'a que responds ficilmente a las exi
gencias encontradas en las operaciones de unidén y de de
rivacién.

Ia presente solicitud que corresponde a
la presentada en Francia, el 25 de Septiembre de 1973,
bajo el Ne 73 34298, se acoge a los beneficios del arti

7 culo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

-1 -
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidén propia y nueva
que se presentan pars que sean objeto de esta. solicitud
de Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE aﬁos,,éan
los que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

18.- Procedimiento de fabricacién de un
cable eléctrico que tiene un alma metdlica y una o va-
rias pantallas metdlicas y estd provisto, entre este al
ma y la pantalla metbdlica o entre dos pantallas mebdli-
cas consecutivas, de al menos una capa de ﬁateria eléc-
tricamenﬁe semiconductora y de una capa de materia elég
tricamente aislante fdcilmente separables una de la
otra, caracterizado porque comprende: preparar una-Ccom-
posicién eléctricamente aislante, a base de polietile-
no o de un copolimero de etilené reticulable y una com-
posicién eléctricamente semiconductora a base de polie-
tileno clorosulfonado reticulable; colocar simultdnea— '
mente estas dos composiciones entre el alma metdlica y
la pantalla metélica o entre dos pantallas metdlicas
consecutivas de dicho cable, en forma de una capa ais-
lante y de una capa semiconductora respectivamente; y

efectuar un tratamiento térmico que realiza uma reticu

- 12 -
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lacién simultdnea de las dos capas.

28 ,~ Procedimiento segin la reivindica-
cién 1a, caracterizado porque la composicidn semiconduc
tora contiene, por 100 partes de polietileno clorosulfo
nado: 0 a 30 partes de uno o varios polimeros elegidos
entre el policloruro de vinilo (PCV), caucho de nitrilo,
caucho de PCV/nitrilo, caucho de policloropreno y cau-
cho natural; 5 a 60 partes de negro de humo; 5 a 60 par
tes de un plastificante del tipo aceite de petrdleo o
éster; 0 a 5 partes de estabilizante y antioxidante; ¥y
0 a 5 partes de agente de vulcanizacidn.

%2 ,~ Procedimiento segin una cualquiera
de las reivindicaciones 12 y 28, caracterizado porque
la composicidn semiconductora contiene: polietileno clo
rosulfonado 100; negro de humo conductor 60; tiza 90;
aceite nafténico 40; litargirio 15; dibutilditiocarbama
t0 de niquel 1; disulfuro de tetrametiltiuram 0,5; di-
sulfuro de mercaptobenzotiazilo 0,5 y bismaleimida 2,5.

4a,- Procedimiento segin una cualquiera
de las reivindicaciones 12 y 22, caracterizado porque
la comp_osicién semiconductora contiene: polietileno clo
rosulfonado 100; policloruro dé vinilo 30; negro de hu-
mo conductor 60; ditridecilftalato 603 litargirio 15;
bismaleimida 2,5; disulfuro de tetrametilbiuram 0,5; di
sulfuro de mercaptobenzotiazilo 0,5 y dibutil-ditiocar-

-3 -



bamato de niquel -.

% .- Procedimiento segin una cualquiera gde
lag reivindicaciones 18 y 22, caracterizado porque la
composicidén semiconductora contiene: polietileno c¢cloro-
sulfonado 100; caucho de nitrilo 15; policloruro de vi--

nilo 15; negro de humo conductor 60; ditridecilftalato

' 60; litargirio 15; bismaleimida 2,5; disulfuro de tetra
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mgtiltiuram 0,5; disulfuro de mercaptobenzotiazilo 0,5
y dibutil-ditiocarbamato de niquel 1.

62, - Cablé eléctrico caracterizado porque
comprende una capa aislante, a base de polietileno o de
un copolimero de etileno reticulable, y una capa semicon
ductora a base de polietileno clorosulfonado reticula-
ble, capas aislantes y semiconductoras realizadas segim
el procedimiento de una cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores.

72 ,- Procedimiento de fabricacién de un ‘
cable eléctrico.

Tal y como se ha descrito en la Memoria
que antecede y para los fines que se han especifica-

do.



Esta Memoria consta de quince hojas es~

critas a miquina por una sola cara,

faarid, 25 0C7. 1974

L .

Alberto de lzabury
Por Podels

Sy

G.D.8S,
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